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Zptsob leptani prihlednych vrstev Kkys-
liénfku nebo smésného kyslitniku cinidité-
ho, inditého nebo antimonitého podle vy-
nélezu spodiva v tom, Ze se prithledné vrst-
vy kysliéniku nebo smé&sného kysli¢niku ci-
ni¢itého, inditého a antimonitého uloZi do
reaktoru s plandrnim uspofddénim elektrod,
jehoZ prostor se nejdfive vyCerpd na tlak
v rozsahu 1,5 aZ 0,1 Pa a pak se do prosto-
ru reaktoru za stalého &erpdni rotacni vy-
v&vou napoudti pary chloridu uhli¢itého, ne-
bo pary chloridu uhli¢itého ve smé&si s du-
sikem, argonem, nebo s jinym inertnim ply-
nem tak, aZ se v reaktoru ustavi tlak v roz-
sahu 10 aZ 80 Pa a pak, piisobenim vysoko-
frekven&nfho pole vzniklého pfivedenim vy-
sokofrekven&niho napéti z vysokofrekven&ni-
ho generédtoru o vykonu v rozsahu 0,1 aZ 1
kW pfi kmito6tu 1 aZ 3,5 MHz na elektrody
umisténé v reaktoru, se vybudi plazma, kte-
rou se za sniZzeného tlaku 10 aZ 80 Pa pro-
vadi leptdni kysliniku nebo sm&sného kys-
litniku inditého, cini¢itého a antimonitého,
pFitemZ se reakéni zplodiny z prostoru re-
aktoru odé&erpéavajl rotadni vyvévou.
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Vynélez se tyka zplisobu leptdni prfihled-
nych vrstev kysli€niku nebo smé&sného kys-
liéniku cini¢itého, inditého nebo antimoni-
tého.

Priihledné vrstvy tvoFené kysli¢nikem ci-
nid¢itym (SnOz), inditym (Inz03) nebo anti-
monitym (Sb203), nebo smésnym kysli¢ni-
kem ciniditym (Sn), antimonitym (Sb) ne-
bo inditym (In) se pouZivaji jako elektro-
dy v burikdch kapalnych krystald tvofFicich
zobrazovaci systémy. PoZadované geometrie
elektrod je docilovdno tvarovdnim uvede-
nych kysli¢nikovych vrstev pomoci odleptd-
ni neZddoucich oblasti pres vhodnou mas-
ku, pFipravenou zndmym, napfiklad foto-
chemickym zptisobem.

Dosavadni zphisob leptdni spodivd v roz-
pousténi uvedenych . kysliénikovych vrstev
ve vodném roztoku kyseliny chlorovodiko-
vé (HCl) za pfitomnosti zinku (Zn). Prova-
di se tak, Ze se povrch leptané plochy po-
kryje slabou vrstvou praSkového zinku a
poté prevrstvi roztokem kyseliny chlorovo-
dikové. Zinek se rozpousti v -kyselin& chlo-
rovodikové za soufasného vyvoje vodiku
(H). Vodik p¥i svém vzniku piisobi jako vel-
mi silné redukéni &inidlo, schopné zreduko-
vat uvedené kysliénikové vrstvy na kov,
ktery -se ddle snadno. rozpousti. v .pfebytku
kyseliny chlorovodikové jako chlorid.

Tento zp@isob neni v3ak rovnomérny, do-
ba leptdni neni reprodukovatelnd a postup
je nutno &asto opakovat. Tento dosud zna-
my zplsob téZ nezaru€uje prolepténi jem-
nych struktur. Dal3i nevfhodou je zvy3enéd
prasnost prostifedi p¥i provadéni tohoto zpii-
sobu lepténi.

Uvedené nevyhody odstraiiuje zptisob lep-
tani prthlednych vrstev kysliéniku nebo
smésného kysliéniku cini¢itého, inditého ne-
bo antimonitého podle vynélezu, jehoZ pod-
stata spo€ivd v tom, Ze se uvedené vrstvy
uloZi do reaktoru s planarnim uspofddédnim
elektrod, jehoZ prostor se nejdfive vyferpa
na tlak 1,5 aZ 0,1 Pa, nafeZ se do prostoru
reaktoru za stdlého &erpéni rotatni vyvé-
vou napousti pary chloridu uhlié¢itého, nebo

pary chloridu uhli¢itého ve smési s dusi-

kem, argonem, nebo s jinym inertnim ply-
nem tak, Ze se v reaktoru ustavi tlak v roz-
sahu 10 aZ 80 Pa a pak, plisobenim vysoko-
frekven¢niho pole vzniklého pfivedenim vy-
sokofrekvenéniho napéti z vysokofrekvené-
niho generédtoru o vykonu 0,1 aZz 1 kW pfi
kmitottu 1 aZ 3,5 MHz na elektrody umisté-
né v reaktoru, se vybudi plazma, kterou se
za sniZeného tlaku 10 aZ 80 Pa provadi lep-
tani kysliéniku nebo smésného kysliéniku
inditého, cini¢itého a antimonitého, pfiemZ
se reakéni zplodiny z prostoru reaktoru od-
Cerp4vaji rotatni vyvévou.

Leptdni lze provadét ve zndmém zafizeni
pro plazmové leptdni, jeZ sestdvd z odder-
pavaného reaktoru s plandrnim uspoifada-
nim chlazenych elektrod, z generdtoru vy-
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sokofrekvenéniho proudu, z rotadni vyvévy
a z rozvodu plynd. ,

Vy$si aéinek zplisobu leptdni podle vy-
ndlezu proti dosavadnimu stavu techniky je
spatfovan zejména v tom, Ze proces leptéd-
ni lze regulovat, pfipadng ve vhodném oka-
mZiku pferusit, je zachovédna Cistota b&hem
leptédni, leptdni je reprodukovatelné, nehro-
zi podleptani resistové masky, je.zabezpe-
teno proleptani jemnych motiwd .a zarute-
na vysokd hranova ostrost vyleptamgcly ob-
razcl.

Vynélez bude nyni bliZe vysvétlerna dvou
pfikladech zplsobu leptadni :prihlednych
vrstev kysliéniku nebo:smésného kysliéni-
ku cini¢itého, inditého inebo antimonitého.

Sklen&né desti¢ky o rozmérech 1 > 15X
X 30 mm s nanesenou vrstvou :kysiidmiku
cini¢itého obsahujiciho 0,5 % kysligniku in-
ditého o tlouStce 100 nm a opatiené resis-
tovou maskou byly vloZeny do reaktoru za-
Fizeni na plazmové leptdni s plandrnim u-
sporfddanim elektrod, a to na spodni elek-
trodu. Horni elektroda byla nastavena- do
vzdélenesti 40 mm nad spodni, ob& elektro-
dy byly chlazené, kruhové, o priméru 200
milimetrd. Po vyferpadni reaktoru rotaéni
vyvévou na tlak 1,5 Pa byl reaktor za sta-
lého derpani rotatni vyvévou plnén pies
jehlovy ventil pdrami chloridu uhli¢itého
smiSenymi s 5 % argonu tak, Ze se v reakto-
ru ustavil tlak 15 Pa. Nyni byl zapnut vy-
sokofrekventni generdtor dodédvajici prikon
200 W pfi 1 MHz. Po 11 minutdch byly ob-
lasti vrstvy nechrdnéné resistovou maskou
zcela odleptdny, aniZ pFitom byla poruSena
resistovd maska. Leptdni probihalo po celé
ploSe homogenné a vyleptané struktury mé-
ly vyhovoujicl hranovou estrest.

Kfemenné destitky s brouSenym a ledié-
nym povrchem opatfené: vrstvou.kyslidngké
cini¢itého a inditého v poméru 4 : 1 o: ttoust-
ce 150 nm byly leptdny ve stejném :za¥ize-
ni za stejnyeh podminek jako vrstvy viprv-
nim pfikladu. Doba leptéant :byia : 9 mimwet.
Opét nedo8lo k narudeni resistové  masky,
leptani probihalo rovmemérné po: celé plo-
e a hranovd ostrost vyleptanych :strulkter
byla vyhovujiel.

ReZim leptdni podle:obou -piikiadd - byl
volen tak, aby doba leptdnt byla:provozng
pfijatelnd a aby nemohlo.dochédzet: -k narw-
Sovani resistové masky. Priib&h. leptdni lze
sledovat bud vizudlng, nemaskované:plochy
uvedenych kysliénikd pokud probihd lep-
tani opaleskuji, nebo lze vhodnou debu-lep-
tdni stanovit na zkuSebni sérii vzorké.

Postup podle vyndlezu lze vyuZit v tech-
nologii pr¥ipravy zobrazovacich systémii na
bdzi kapalnych krystali, technologii -p¥i-
pravy zobrazovacich systém@ na b4zi.polo-
vodidh typu -A"BY!, technoloegii p¥ipravy:so-
larnich kfemikovych ¢ldnkl a pro tvarovéa-
ni elektrod infralervenych z4Fi¢l na bézi
kysliéniku ciniéitého.
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PREDMET VYNALEZU

Zplsob leptdni prithlednych vrstev Kkys-
litniku nebo smésného kysliéniku cinigité-
ho, inditého nebo antimonitého, vyznaCeny
tim, Ze se tyto vrstvy uloZi do reaktoru s
plandrnim usporddanim elektrod, jehoZ pro-
stor se nejd¥ive vyferpd na tlak 1,5 aZ 0,1
Pa, nate? se do prostoru reaktoru za sta-
16ho terpani rotaéni vyv&vou napouSti pary
chloridu uhli¢itého, nebo péary chloridu uhli-
gitého ve smési s dusikem, argonem nebo
s jinym inertnim plynem tak, Ze se v re-
aktoru ustavi tlak v rozsahu 10 aZ 80 Pa a

pak, plsobenim vysokofrekvenéniho pole
vzniklého privedenim vysokofrekventniho
napéti z vysokofrekven¢niho generatoru o
vykonu 0,1 aZ 1 kW p#i kmito¢tu 1 aZ 3,5
MHz na elektrody umisténé v reaktoru, se
vybudi plazma, kterou se za sniZeného tla-
ku 10 aZ 80 Pa provadi leptdni kyslitniku
nebo smésného kyslitniku inditého, cinidi-
tého a antimonitého, pfFi€emZ se reakéni
zplodiny z prostoru reaktoru od¢erpévaji
rotaéni vyvévou.
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